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(57) Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано в технологии изготовления
полупроводниковых гетероструктур для контроля профиля распределения концентрации основных носителей
заряда по глубине, а также для анализа структур, оказавшихся у потребителя. Технический результат
заключается в повышении точности определения концентрации носителей заряда. В способе на поверхности
полупроводниковой гетероструктуры проводят измерения емкости и дополнительно осуществляют травление
для каждого функционального слоя структуры, измеряют зависимость емкости от напряжения в
нестационарном режиме и зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, определяют
"окно профилирования" на заданной глубине, при котором максимально допустимое значение тангенса угла
диэлектрических потерь имеет значение 0.2, далее осуществляют пересчёт нестационарной вольт-фарадной
характеристики в локальный профиль распределения концентрации основных носителей заряда по глубине
гетероструктуры путем дифференцирования нестационарной вольт-фарадной характеристики по напряжению
в области "окна профилирования". После чего путем суперпозиции локальных профилей распределения
концентрации основных носителей заряда совмещают их с учетом сдвига вглубь по координате каждого
локального профиля на соответствующую глубину травления и получают искомый профиль распределения
концентрации основных носителей заряда по глубине гетероструктуры.






































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

